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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonab re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held™respogsible fox the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote internatiopal uniformit & NatjonaNCommi icati
transparently to the maximum ‘e it i ir natipnal and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication\and the gnding nationalor regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

IEC itself does nof _provide t confQrmity. Independent certification bodies provide conformity
assessment sery i 3 6 IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried 0

No liability shall gttac direcjors, employees, servants or agents including individual experts and
members of itg_technical co IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage ofa whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses aNsing oOu ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

AttentionN Y ) ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab ef application of this publication.
Attention is drawr possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-43 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/2389/FDIS 47/2406/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 60749 series, published under the general title Semiconductor
devices — Mechanical and climatic test methods, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or
e amended.

FINN

(N
IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the cover page of this ica 'N}Icates
that it contains colours which are considered to sefu r e Ycorrect

understanding of its contents. Users should therefore prxint t cument using a

AN

Q

colour printer.

O
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INTRODUCTION

This document provides guidelines for semiconductor IC vendors in the preparation of
detailed reliability test plans for device qualification. Such plans are intended to be prepared
before commencing qualification tests and after consultation with the user of their
semiconductor integrated circuit product.

The guideline gives some examples for creating reliability qualification test plans to determine
appropriate reliability test conditions based on the quality standards demanded in use
conditions for each application of semiconductor integrated circuits. Categories are set for
automotive applications and for general applications as a target of reliability. The grade for
automotive use is further classified into two grades according to applications. The guideline
assumes annual operating hours, useful life, etc. for each grade, and defines the verification
methods for early failure rate and wear-out failure to propose appropriate\reliabi

to verify the required quality standards, and are
ensure reliability of semiconductor integrated circuits.

vendor @s

NOTE Qualification tests are tests in which tb emic

its product users.

ceobunt of the reliability required by
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS

Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans

1 Scope

This part of IEC 60749 gives guidelines for reliability qualification plans_of semiconductor

IEC 60749-6,
Storage at high

IEC 60749-15,

IEC 60749-21, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 21:
Solderability

IEC 60749-23, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 23: High
temperature operating life

IEC 60749-25, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 25:
Temperature cycling

IEC 60749-26, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 26:
Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)

IEC 60749-28, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 28:
Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM) — Device
level
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IEC 60749-29, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 29:
Latch-up test

IEC 60749-42, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 42:
Temperature and humidity storage

@%
S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 43: Lignes directrices concernant les plans
de qualification de la fiabilité des CI

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatigh

de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC - entre auftes a
mternatlonales des Spe0|f|cat|ons technlques des Rapports technjg

Les décisions ou accords officiels de I'lEC
du possible, un accord international sur €

s'assure de I'exactitude du contenu technique de

§ pubtications
I"éventuelle mauvaise utilisatign ou interréttion iteygar un quelconque utilisateur final.
Dans le but d'encourager I"vpiforimjte internativpale,™e omrités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la

mesure possible, a appliquer de fagn tr e les Puplications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes dive 5 blications de I'IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes d0i } en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC eIIe-mém i i conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des se € ormité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. K gable dPaucun des services effectués par les organismes de certification

indépendants.

Tous les utilis s sont en possession de la derniere édition de cette publication.

Aucune imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandatagices s exXpefts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nation pour todt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommag ature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de

toute autre Pubtication §e I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attiréé’sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60749-43 a été établie par le comité d'études 47 de I'lEC:
Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/2389/FDIS 47/2406/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.


https://webstore.iec.ch/publication/30723&preview

IEC 60749-43:2017 © IEC 2017 -41 -

Ce document a été rédigeé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60749, publiées sous le titre général Dispositifs
a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques, peut étre consultée sur le
site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,

e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amendé.

IMPORTANT - Le logo “colour inside"” qui se trouvé_su e de couverture de

cette publication indique qu'elle contient des co

O
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INTRODUCTION

Le présent document donne aux fournisseurs de Cl a semiconducteurs des lignes directrices
pour la préparation de plans d’essais de fiabilité détaillés concernant la qualification des
dispositifs. De tels plans sont destinés a étre préparés avant le début des essais de
qualification et aprés consultation de [I'utilisateur de leur produit de circuit intégré a
semiconducteurs.

Les lignes directrices donnent plusieurs exemples de création de plans d'essais de
qualification de fiabilité pour déterminer les conditions adaptées aux essais de fiabilité et
basées sur les normes de qualité exigées en conditions d’utilisation pour chaque application
de circuits intégrés a semiconducteurs. Différentes catégories sont définies pour les
appllcat|ons automoblles et les applications generales en tant qu Obj t|fs de fiabilité. La

hypothése des heures de fonctionnement annuelles, une durée de
catégorie et définissent les méthodes de vérification du taux de~défai
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~ DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES

Partie 43: Lignes directrices concernant les plans
de qualification de la fiabilité des CI

1 Domaine d’application

spécifiés, les documents AEC Q100, JESD47 ou tout autre doc
applicables.

d’essai de fiabilité donné.

2 Reéférences normatives

IEC 60749-5, Dis
Partie 5: Essai

— Partie 20: R’ésis
chaleur de brasage

ancte des CMS a boitier plastique a l'effet combiné de I'humidité et de la

IEC 60749-21, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 21: Brasabilité

IEC 60749-23, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 23: Durée de vie en fonctionnement a haute température

IEC 60749-25, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 25: Cycles de température

IEC 60749-26, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle du corps
humain (HBM)
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IEC 60749-28, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 28:
Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM) — Device
level

IEC 60749-29, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
— Partie 29: Essai de verrouillage

IEC 60749-42, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et
climatiques — Partie 42: Stockage de température et d’humidité
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